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Diffundierte Siliziumdiode fiir allgemeine Anwendungen

200 mA

preiswert

Miniaturbauweise aus nur 4 Einzelteilen
Betriebsfrequenz bis zu 100 kHz

LIDTT .
— -Dioden werden ohne Verwendung von Létung und Kontakifeder hergestallt, Der Oberfla-

chenschutz der Sparrschicht ist durch eine Glaspassivierung des Kristalls gewahrieistet. Wegen dieses
einheitlichen Aufbaus ist die Diode sehr stabil und kann extremen mechanischen Beanspruchungen
ausgesetzt werdan,

Mechanische Daten

Mechanischer Schock 3000 g dber 0,2 ms 3 Ebanen
Beschleunigan 20000 g dber 1 minf/Ebene G Ebenen
Mafe in mm D0-35

r 2,03#
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Diode 15921

Datasheet

Absclute Grenzwerte

Sperrspannung —65 °C bis +100°C
Richistrom —&5 °C bis 425 "C

Periodischer Spitzenstrom bei 425 °C

Lagerungstemperatur

Kennwerte bel Ty = + 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

15020 15921 15622 15923
50V 100V 150V 200V

Ee 200 mA —
- 2A -
«— —B5°C bis +150°C —

Typ max Einheit

g Sperrstrom bei Ug 6 100 i,
In Sperrstrom bei 4+ 100 °C bei Ug 0.3 10 nh
Ug DurchlaBspannung

bei ly = 200 mA 1,056 1.2 v
c Kapazitdt beiQ Vv 3,6 e pF
Qs gespeicherte Ladungsmange

lp =10 ma, Ug = =10V 2400 - pC
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Micht periodische StoBstromdaten

4
. "-l--lil---.._h_.“n.|II|I
o, .-""'-.._
-3 ..hllﬁ-‘ +25 001
E mae TH._
E .""'I-.‘-.
c -~ +50°C
S 2 "'_"2-...,.-
=
[=
w)
1
i ]
1 10 100
Periodenzahl bei 50 Hz
Bemerkung:

Diese Daten werden eingesetzt, wenn der Gleichrichter Sinus-Halbwellen-Strorn flihrt, dem Sinus-
Halbwellen-Spannung folgt.
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A Typisches Temperaturverhalten
des Sperrstromes bel Ug
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